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1. GIRIS

2011-c1 ildo FP ETi-nun Yarimkegiricilor fizikas1 sobasindo is planma uygun
olaraq “Nano- vo mikroelektronika iigiin perspektivli olan yarimkegirici materiallar vo
onlarin asasinda strukturlarin texnologiyasi, optik vo elektrik xassolori” mdvzusunda
elmi- tadqiqat islori aparilmisdir.

Hal-hazirda sébodo 29 nofor omokdas calisir. Onlardan 5 nofor omokdas fizika —
riyaziyyat elmlori doktoru, 14 omokdas iso fizika — riyaziyyat elmlori namizodidir.
omokdaslardan 22 nofori tam stat, 7 nofori iso 0.5 stat vahidi ovozgilikla ¢alisir.

Elmi- todqiqat islorinin on miihiim naticalari respublika vo xarici 6lkalorin elmi
motbuatinda dorc edilmisdir. Hesabat miiddotindo, yoni 2011-c1 ilds, Yarimkegiricilor
fizikas1 sObasinin omokdaslar1 torafindon 40 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir.
Onlardan 3 moqalo xarici jurnallarda, 4 tezis beynolxalq konfranslarda, 32 moqalo
respublika jurnallarinda, 1 tezis iso regional konfransda cap edilmisdir. Bu
maoqalalordan 1-1 B kateqoriyali, 2-s1 D kateqoriyali jurnallarda dorc edilmisdir.

Yarimkegiricilor fizikast sobosindo 2011-c1 ildo elmi seminar foaliyyot
gostormisdir ki, burada omokdaslarin aldigi elmi naticolor, elmi motbuata toqdim olunan
moqalo va tezislor vo s. miizakiro olunmusdur.

Yarimkegiricilor fizikasi sobasinin omokdaslar1 2011-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlori Institutu, Tiirkiyonin Orta Dogu Texniki Universiteti,
Ankara Qazi Universiteti, BDU —nun Nanoarasdirmalar Moarkozi ilo elmi omokdasliq
etmisdir.

Omokdaslardan 1 nafor Universitetdaxili 50+50 qrantini gazanmis vo qrant iizra
islori tamamlamisdir.

Sobonin 1 omokdasi 2 folsofs elmlori doktoru dissertasiyasina opponentlik
etmisdir.

Sobaonin amokdaslar1 miitomadi olaraq qis vo yay imtahan sesiyalarinda nazaratci
qisminda istirak etmislor.

Azorbaycan respublikasi prezidenti yaninda elmin inkisaf fonduna “Fundamental
vo totbiqi xarakterli” elmi-todqiqat layiholori miisabigosino “Fizika-riyaziyyat vo
texnika elmlor1” elm sahasi tizro 1 layiho toqdim edilmis lakin rodd cavabi golmisdir.



2. ICRACILARIN SiYAHISI

Elmi

Elmi ad1

Soyadi, adi, atasinin ad1 Vazifasi ) Stat
doracasi

1. | Riistomov Forhad Orastun oglu | sébo miidiri fr.e.d. Dosent | 1 st.
2. | Agasiyev Arif Ayaz oglu bas e.i. fr.e.d. Dosent | 1 st.
3. | Osgorov Sahlar Qacay oglu apar.e.i. fr.e.d. Prof 1 st.
4. | Lebedeva Nelya Nikolayevna | apar.e.i. fr.en. Dos 1 st.
5. | Darvisov Namiq Hacixalil oglu | apar.e.i. fr.en. Dos 1 st.
6. | Bagiyev Vidadi Onvor oglu apar.e.i. f.r.e.n. Dos 1 st.
7. | Mommoadov Miibariz Zabid boyiik e.i. fr.en. 1 st.
8. | Quliyeva Tahira Zeynal qiz1 boyiik e.1. fr.e.n. 1 st.
9. | Ofondiyeva [zzot Mommad qiz1 | boyiik e.1. f.r.e.n. 1 st.
10 Axundov Cingiz Qani oglu boyiik e.i. fr.en. 1 st.
11, Nasirov Elson Fayaz oglu boyiik e.i. fr.en. 1 st.
12 Orbux Vladimir Isakovig e.l. f.r.e.n. 1 st.
13, Sarbotov Vagqif Xeyrulla oglu | e.i. fr.en. 1 st.
14, Hosonov Mohommaod Hidayst | e.i1. 1 st.
15| Qocayeva Soqiys Mehdi qiz1 k.e.i. 1 st.
16, Bobrova Yevgeniya Yuryevna | miithondis 1 st.
17, Muradov Sonan Rasul oglu miihondis 1 st.
18 Bagirova Samirs Eldar qiz1 miihondis 1 st.
19, Qocayev Nizami Nagdoli oglu | miihondis 1 st.
20, Qafarova Haocar Oktay qiz1 miihondis 1 st.
21) Muxtarov Natiq Olibala oglu laborant 1 st.
22, Hosonova Rona Softor qiz1 laborant 1 st.
23, Coforov Maarif Oli oglu apar.e.i.(ovoz) fr.e.d. 0.5 st.
24| Muradov Ghliman Xanoli o. apar.e.i.(ovoz) fre.d. 0.5 st.
25 Qaribov Qeys Ibrahim oglu apar.e.i.(ovaz) fr.e.n. 0.5 st.
26, Mehdiyev Rosid Forzoli oglu apar.e.i.(ovoz) fr.en. 0.5 st.
27, Agayev Mustafa Nuhbala oglu | boyiik e.1. (evoz) | fir.e.n. 0.5 st.
28, Rzayev R6vnoq Mirzo oglu k.e.i.(ovoz) fr.en. 0.5 st.
29, Mommodova Sevda Adil qiz1 k.e.i.(ovaz) 0.5 st.




3. QRANTLAR OSASINDA YERINO YETIRILON ELMi TODQIQAT
ISLORI (CODVOL 15)

4. AMEA iLO ELMi OLAQOLOR
Yarimkeciricilor fizikasi sobasinin omokdaslart 2011-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlari Institutu, BDU —nun Nanoarasdirmalar Morkozi ilo
elmi omokdasliq etmisdir. Sbonin bir omokdas: Fizika Institundaki “Yarimkegiricilor
vo dielektriklor fizikas1” miidafio surasinda bir folsofo elmlori doktoru miidafissindo
opponentlik etmisdir.
2011-cu ildo AMEA-nin hesabatina daxil edilmasi iigiin 1 miithiim elmi todqiqat
isinin naticolori toqdim edilmigdir.
Mikromoasamoli Si tabaqgalorinin lyuminessent xassalorind miixtolif tursulardaka
dlava asillanmanin tasiri
Masamali silisiumun nazik tobogolorinin fotolyuminessensiya hoyacanlanma vo
stialanma spektrlori tobii oksidlosme zamani tadqiq edilmisdir. Har iki spektrin yiiksok
enerjilor  istigamotindo  slriisdiiyli  gostorilmisdir. Bu  spektrlorin  todqiqi
fotolyuminessensiyaya sabab kecidlorin ¢copina kegidlor oldugunu gostorir. Hor bir halda
gadagan olunmus zonanin optik eni toyin olunmus vo onun tobii oksidlosmo zamani
artmasi gostorilmisdir ki, bu da silisium nanokristallitlorinin 6l¢iilorinin azalmasi ilo
olagodardir.
[cracilar: fr.e.d. F.O. Riistomov, f.r.e.n. N.H. Dorvisov, fr.e.n. M.Z. Mommodov,
Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

5. ELMI-TODQIQAT ISLORININ OSAS ISTIQAMOTLORI
Elmi istiqamoat: Fizika
Problem: Elektronika iigiin perspektivli olan material vo strukturlarin alinmasi vo
tadqiqi
Movzu: Nano- vo mikroelektronika ticlin perspektivli olan yarimkeg¢irici materiallar
vo onlarin asasinda strukturlarin texnologiyasi, optik vo elektrik xassolori

5.1. p-Si monokristallik lovhalorindo lyuminessensiya qabiliyyatli
mikromasamali Si tabaqalorinin elektrokimyavi asillama metodu ilo alinma
texnologiyasinin islonmasi v onlarin siialanma spektrlorinin tadqiqi

2 marhals. Mikromosamali Si tobogolorinin lyuminessent xassalorino miixtalif
tursulardaki olave asilanmanin tosiri

Icragilar:  A.Agasiyev, N.H.Dorvisov, M.Z.Mommodov, C.Q.Axundov,
V. X.Sarbatov, S.R.Muradov, N.N.Qocayev, H.O.Qafarova, S.E.Bagirova.

Sirko tursusunun kimyovi asilama metodu ilo alman mosamoli silisiuma
oksidlasdiricinin ¢atismazlig1 rejiminda tasiri dyranilmisdir. Malum olmusdur ki, sirke
tursusunun konsentrasiyasinin artmasi ilo inkubasiya miiddati artir, mesamayaranma
stirati azalir, mosamali silisiumun lateral bircinsliyi yaxsilagir vo gabarciglarin omalo
golmosi azalir. Reaksiyanin siirotinin azalmast formalagsma zamani bir-birindon
Olctiloring, sothdo paylanmasina va sotho yapisma qabiliyystino goroa forqlonon iki nov



qabarciglarin miigahids olunmasina imkan vermisdir. Reaksiyanin qabarciq olmadan
getmoasi ticlin  HF/HNO5;/CH;COOH agilama mohlulunun optimal konsentrasiyasi
miioyyon olunmusdur. Bu zaman miixtalif qalinliqli, bircinsli, giizgii sathli masamali
silisium tobogoalori almaq miimkiin olmusdur. Kimyovi asilamanin mohdud sothdo bas
vermasind baxmayaraq, sorhadlorin tosiri gézo carpmir vo mosamoyaranma prosesi ¢ox
yaxs1 tokrarlanmaya malikdir. Molum olmusdur ki, bu konsentrasiyada mosamoyaranma
prosesi mohlulun miqdarindan asili deyil. Belo ki, ¢ox az migdarda mohlulda da
mosamoali silisium almaq olur. Molum olmusdur ki, mosamoyaranma silirotinin
doyismosi, silisum tobagolorinin reaksiyadan gabaq son tomizlomo iisulu inkubasiya
miiddoting tosir edorok mosamoyaranma reaksiyasinin getma siiroting tosir etmir. Eyni
zamanda fotolyuminesensiyanin siialanma vo hoyacanlandirma spektrlori do todqiq
edilmisdir. Asilanma zamanindan asili olmayaraq, aliman biitiin niimunslordo,
elektrokimyavi metodla alinmadan fatqli olaraq, maksimumlarin vaziyysti demak olar
ki, doyismir. Hoyacanlandirma spektrlorinin tadqiqi gostordi ki, asilanma zamaninin
artmasi ilo qadagan olunmus zonanin eni kigilir.

5.2. Giinas batareyalarinin baza elementi olan Zn,(Cd;.,S,)Se;., nazik
tobagoalorinin kimyavi vo elektrokimyovi cokdiirmo iisulu ilo alinmasi, onlarin
elektrik, fotoelektrik vo optik xassalorinin tadqiqi

2marhald Alinmis Zn,(Cd, «,Sy)Se .y nazik tobagolorinin optik xassolorinin tadqiqi.

Icracilar: M.S.Coforov, V.9.Bagiyev, E.F.Nosirov, Q.I.Qaribov, R.M.Mehdiyev,
R.M.Rzayev, S.A.Mommaoadova

Mohluldan elektrokimyovi iisulla miixtolif torkib (0<x<0.6 vo 0<x<0.5) vo
galmligh (d=0.1-2.0mkm) Cd;.Zn,S vo ZnS,,Se, nazik tobogolorinin alinma
texnologiyast sorh olunmusdur. Burada nazik tobogolorin vo onlarin osasinda
hazirlanmis strukturlarin spektrin goriinon vo yaxin infraqirmizi oblastinda yiiksok
hossasligini tomin edon optimal torkib vo elektrokimyovi ¢okdiirmo rejimlorininin
miloyyon edilmosi iiglin boylk tocriibi is aparilmisdir. Sulu mohluldan katod
¢Okdiirmosi iisulu ilo miixtalif althiglar ( Si, In,Os, Ni) iizerinds Cd,Zn,S (0<x<0.6) vo
ZnS,,Se, (0<ii<0.5) nazik tobogolori almir. Cd;,Zn,S tobogolorinin alinmasinda
CdCl,+ZnCl,+Na,S,03+H,0  torkibli, ZnS,,Se, tobagolorinin alinmasinda iso
ZnCl,+Na,S,0;3+ Na,Se,05;+H,0 va ya ZnCl,+ SO,+SeO, +H,0 torkibli sulu mohluldan
istifado olunur. Cd,4Zn,S nazik tobagolorinin miixtalif torkibdo alinmasi {iglin mohlulda
ZnCly-nin, ZnS;,Se, nazik tobagolorinin miixtolif torkibdo alinmasi ii¢lin iso SeO,-nin
(va ya Na,Se,03) miqdart dayisdirilir.

Mohlullarin hazirlanmas iiglin asagidaki duzlardan istifade olunmusdur: CdCl,,
ZnCl,, CdBr,, ZnBr,, Cd(CH;COO),, Zn(CH3;COO),, CdSO4 vo ZnSO,, eloco do
tiomocevin SC(NH;),. Mbohlullar metal duzlarinin 0,05 mol/l migdarinda vo
Cm:Cnic=1:3 nisbatindo hazirlanmisdir. Reaksiya qarisiginda anion komponentinin
istiin formasinin alinan bark mohlul tobagalarinin torkibing tosir ganunauygunluglarinin
miioyyon olunmasini xiisusilo geyd etmok lazimdir. Bork mohlulda CdS —in miqdarinin
artmasina goro kadmium duzlar1 Y < Br~ < Cl < CH;COO < SO, ardicillig1 alinmisdir.



Alinmis ardicilliq covhorin tiokarbonil atomunun anionlarla birlosmos aktivliyinin
miixtalif olmasi 1la i1zah olunur. Aktivlasmo mexanizmi N,H4CS molekulunda elektron
buludunun yenidon paylanmasi hesabina carbon- kiikiird olaqosinin zsiflomasi ilo
baghdir. Askar edilmisdir ki, alinmis Cd,Zn,S nazik toboagolorinin xiisusi miiqavimati
X- In artmast ilo boyiiyiir. Lakin miioyyon torkibli nazik tobogolorin xiisusi
miiqavimotini azaltmaq mogsadi ilo mohlulda metal/qeyri-metal nisboti idaro
olunmalidir. ZnS,Se, nazik tobogoalorinin yaranma-formalagma prosesi do Cd;1Zn,S —
do oldugu kimi otaq temperaturunda aprilmisdir. Bu halda da nazik tobogolorin xiisusi
miigavimatinin optimal qiymotinin alinmasi ii¢lin mohluldaki metal(Cd)/qeyri-metal
(S+Se) nisbotinin miioyyon qiymoti se¢ilmisdir. Masolon p=4000m-sm miigavimotli
ZnS(sSe(, tobogolorinin alinmasi ligiin Zn/S+Se nisboti 3:1 kimi gotiirtlir. 0<x<0.5
torkibli ZnS,Se, tobogolorinin bilavasito ¢okdiirmodon sonraxiisusi miiqavimati
p=250+550 Om-sm, onlarda sorbast yiikdastyicilarin konsentrasiyasi iso (2+8)-10"sm™
intervalinda doyisir. Reaksiyanin davametmo miiddotindon asili olaraq (30 doqiqo+1
giin) tobogolorin qalinligr 0.1+4mkm olur. Torkibdoki selenin miqdarindan asili olaraq
ZnS_Se, tabogolarinin rongi a¢iq yasila dogru doyisir.

5.3. Qaz bosalmas1 plazmasmin  yarimkeciricilorin  sathindoki
nanostrukturun vd polimerdoki nanokompozitlorin morfologiyasina, optik va
elektrik xassalorina tasirinin tadqiqi

2marhala. Qaz bosalmasi plazmasinin yarimkegiricilorin sothindoki nanostruktura
va polimerlordaki nanokompzitlorin elektrik xassolorinag tosirinin dyronilmasi.

Icracilar: N.N.Lebedyeva, V.I.Orbux, Y.Y.Bobrova, ©.X. Muradov

Tadqiqat obyekti kimi tobii Azerbaycan seolit taboaqalori gotiiriilmiisdiir. Seolits
maraq ondan irali golir ki, onun qurulusu masamalar vo kanallardan ibarstdir ki, bu da
0z ndvbasindos bir ¢ox {izvi va geyri-iizvi birlogsmolorin vo suyun molekul vo ionlarinin
mosamoloro daxil olmasina imkan verir. Tobii seolit kristallarinin 1Q oblastda (3600-
100) cm™' udulma spectrlori tadqiq edilmisdir. Udulma spektrlorinin analizi noticasindo
iki tip rogslor miiayyon edilmisdir : AlIO4 va Si0, tetraedrlorinin daxilindaki seolitin
struktur xiisusiyyatlorini oks etdirmir, xarici olagolordoki rogsler iso seolitin
strukturundan vo tetraedrlorin birlosmo xarakterindon asilidir. Bundan basqa absorbsiya
olunmus suyun udulma xottlorini do ayird etmok miimkiin olmusdur. Seolitlordoki
coroyankegmo mexanizminin todqiqi boyiik maraq kosb edir. Seolitlorin kegiriciliyi
asqar ionlarin mosamolor daxilindoki horokoti ilo olagodardir. Bu kegiricilik
mosamolordo udulmus suyun konsentrasiyasindan asilidir vo OH komplekslari ionlarin
aktivlosmo enerji ¢oporini azaldaraq ionlarin karkasla olaqesini zoiflodir. Atmosfer
tozyiqine yaxin tozyiqlordos ion kegiriciliyino xas olan sabit elektrik sahasinds coroyanin
azalmas1 miisahids olunur. Lakin araliq tezyiqlords (40-100 tor) seolit kristallarinda bir
neco saat miiddotinds stasionar coroyan miisahido edilir. Totbiq olunmus gorginlik 340-
400 V dan ¢ox olduqda ceroyan keskin artir ve ceroyanmn 10~ A giymotinds anoda
bitisik mosamolordo qaz bosalmasinin isiglanmasi miisahido edilir. Miixtalif tozyiglordo
(atmosfer tozyiqinden 107 tora qodor) ve gorginlikliorde (1 kV-a qodor) corayan
siddetinin tabii seolit tozunda tadqiqi onun geyri-stasionar azalan olmasini gostormisdir.



Bu zaman heg bir isiglanma miisahids edilmomisdir. Eyni tocriibs seolit tozu ilo misin
kigik hissaciklorinin qarisigindan ibarot heterosistemds do aparilmisdir. Miioyyon
edilmisdir ki, bu sistemda geyri-stasionar corayanla birlikde uzun miiddst sabit qalan
stasionar coroyan da meydana golir.

5.4 Amorf vo monokristallik metal tabaqali metal — yarimkecirici kontaktla-
rin emission va elektrofiziki parametrlorinin todqiqi

2marhala. MYK omik kontaktinin geyri-bircins modelo nozaoran todqiqi, Al-TiW-
Pd,S1/-nSi Sottki diodlarinin elektrofiziki xassalarinin tadqiqi.

Icragilar: I.M.Ofandiyeva, T.Z.Quliyeva, S.M.Qocayeva, M.H.Hasonov,
L.K.Abdullayeva, S.H.Osgorov, M.N.Agayev

Termik buxarlanma vo magnetron tozlanma iisulu ilo alinmug silisid tobagoli
Sottki diodlarinwn (AI-TiW-Pd,Si/n-Si ve Al-TiW-PtSi/n-Si) xassalari tadqiq edilmisdir.
Molumdur ki, kigik Olgiilii diodlarin parametrlori fluktuasiaya moruz qaluwlar. Bu
baxumdan kig¢ik 6l¢iilu diodlarin dyranilmasi maraq kasb edir.

Olciilori 1x10°cm® - 14x10°cm® intervalinda doyisen diodlarin elektro-fiziki
parametrlorinin miixtolif metodlarla 6lculmoasi noticosindo (coroyan, tutum vo
keciriciliyin gorginlikdon asililiglari, miivafiq olaraq 1-V,C-V vo G/w-V asililiglar
muoyyon edilmisdir.

Al-TiW-Pd,Si/n-Si Sottki diodlarinin baryer hiindiirliiyiiniin hesablanmasi {iciin
Gauss paylanmasi totbiq olunmus, konaracixma parametri vo baryer hiindiirliiyt
hesablanmigdir. Kegiriciliyin gorginlikdon asililiglarinda (G/w-V) monfi qiymatlorin
miisahido olunmasi bu diodlarin miiayyan saraitde induktivlik rolunu oynamasini agkara
cixarmigdir.  Bundan iroli golorok AI-TiW-Pd,Si/n-Si Sottki diodlarinin induktiv
xassalori todqiq edilmisdir. Alman naticolor diod induktivliyinin genis intervalda
doyismosini, tezlikdon, temperaturdan, diodun hondasi oOlgiilorindon asili olmasini
miioyyon etmisdir. induktivliyin oks gorginliklordo askar olunmasi soth hallar vo
yarimkeciricinin kegiricilik zonasi arasindaki yiikdasiyicilarin miibadilasi ilo miioyyon
olunur.

Tutum-gorginlik va keciricilik-gorginlik asililiglarinin test signalinin tezliyi ilo
doyismosi bu diodlarda soth hallarin rolunu askar etmisdir.

Miixtolif intensivlikli isiglanma soraitindo iki név diod iigiin (Al-TiW-Pd,Si/n-Si
vo Al-TiW-PtSi/n-S1) alinmis volt-amper xarakteristikalar1 vo hesablanmis paramtrlor
miiqaiso edilmislor. Alinan naticolordon Al-TiW-Pd,Si/n-Si diodlarinda soth hallarinin
daha boylik rol oynamasi askar edilmisdir.

Digor torofdon Al-TiW-Pd,Si/n-Si va Al-TiW-PtSi/n-Si  diodlarin parametrlori
mugqaisali analiz edilmigdir, onlarin perspektivli qaz sensoru kimi totbiq olunma
miimkiinliiyli do aragdirilmisdir.

Cari ildo metal-yarimkegirici kontakti geyri-bircins model aosasinda qeyri-
bircinsliyin omik xassaya tasiri Oyronilmisdir. Bu problemin hallina struktur torafden
yanasilmigdir vo gostorilmisdir ki, kontaktin baryerinin hiindiirliiylinii mikrostrukturu
doyismoklo idare etmok miimkiindiir. Yoni, omiklik, hom do qurulusla baghdir.



6. DORC OLUNMUS ELMi ISLORIN XARAKTERISTIiKASI

Hesabat miiddotindo, yoni 2011-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sobasinin

omokdaslar1 torofindon 40 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir. Onlardan 3 moqalo
xarici jurnallarda, 4 tezis beynolxalq konfranslarda, 32 moqals respublika jurnallarinda,
1 tezis iso regional konfransda cap edilmisdir. Moqalolorin siyahisi vo siirati olavo

olunur.

RESPUBLIKADA CAP OLUNMUS MOQALOLORIN SIYAHISI

Ne Mévzunun adi Jurnalin a(::),ht arixi, Ne-si, Miislliflor

1. | Influence of acetic acid on the AMEA Fizika jurnali. F.A. Rustamov,
process of stain porous silicon | 2010,c. XVI, Ne 3-4, soh. N.H. Darvishov,
formation at oxidant 89-91 M.Z. Mamedov,
insufficiency. E.Y. Bobrova,

H.O. Qafarova.

2. | KBazukpucrauisl. SDU-nun Xoborlor jurn. A.A. Aracues,

Tobiot va texniki elmlor D.M.
bolmosi, 2010,¢.10, Ne3, | Mareppamos, U.I'.
soh. 3-8. AXyHJIOB,
V.X. Sarbatov,
JIx. JI>xab6apos.
3. | Optical properties of SrTiO; AMEA Fizika jurnali. A.A. Agasiyev,
films. 2010, c¢.XVI, Ne 3-4, soh. | E.M.Magerramov,
142-145. Ch.G. Akhundov,
M.Z. Mammadov,
S.N. Sarmasov,
G.M. Mammadov.

4. | Dnextpudeckas nomsipuzarnust | SDU-nun Xoboarlor jurn. A.A. Aracues,
BHYTPEHHETO MOJIs Tabist vo texniki elmlor Y.I'. AXyHno0B,
CETHETORJICKTPUKOB bolmosi, 2011, c.11, Ne2, | 5.M.Mareppamos,

soh. 16-19. C.H. Capmacos

5. | Current-voltage (I-V) and AMEA Fizika jurnals. A.A. Aracues,
capacitance-voltage (C-V) 2011,c.XVII, Ne 2, soh. 3-6. | M.Z. Mammadov,
characteristics of B1,T1301, Kh.O. Qafarova.
amorphous films.

6. | HepaBHOBecHBIE ITPOIECCHI B ATU, Elmi asorlor B.D. barues,
Bi,,TiO,, ipu ocBemeHun (fundamental elmlor), c. III.M. Ddennues,
MUKOCEKYHIHBIMU X(38), Ne 2, 1911, soh. 33- | B.X. lllap6aToB
MMITYJIbCAMH JIa3epa. 37.

7. | IR- Spectroscopic AMEA Fizika jurnali2011, T.Z Kuliyeva,




Investigation of high-siliceous | c. XVII, Ne 2, soh. 75-76. E.A.Agayeva,
zeolite-clinoptilolit G.M.Eyvazova,
N.N.Lebedeva
8. | Light emission of the gas AMEA Fizika jurnali. N.N.Lebedeva,
discharge from nanopores of | 2011,c. XVII, Ne 1, soh. 96- V.1.0rbukh,
zeolite 98 Ye.Yu Bobrova,
T.Z.Kuliyeva
9. | Tln, Ge,Se, Se AzTu, Elmi asorlar. E.M. Qocaev, S.I.
monokristallarinin EJ]c vo Fundamental Elmler. 2010, Sofarova, S.M.
E L ¢ polyarlagsmalar1 halinda 3, IX (35) 24-31. Hiiseynova,
optic sabitlarinin Abdirrahmanov,
hesablanmasi G.S. Cofarova
10. | SnTe birlosmalarinin zona AzTu, Elmi osorlar. E.M. Qocaev, S.1.
qurulusunun, atomlarin Fundamental Elmlor. 2011, Sofarova, S.M.
koordinatlarinin vo gofos 10, (39) 18-26 Hiiseynova
parametrlerinin
psevdiopotensial iisulu ilo
hesablanmasi
11. | Frequency, voltage and AMEA Xaborar, 2011, v. | .M. Afandiyeva.
temperature effects on the XXX1, 2, 29-39.
inductive properties of Al—
TiW-PtSi/n-S1 Schottky
diodes
12. | The temperature, frequency AMEA Fizika jurnali. .M. Afandiyeva
and voltage dependent 2010, XVI, 3-4, 102-110
characteristics of Al-TiW-
Pd,Si/n-Si structure using I-
V, C-V and G/w-V
measurements
13. | UaaykTUBHBIE CBOWCTBA Journal of Qafqaz N.M.Ddennuena,
nronoB Ilortkn Al-T1iW- University, 2011, 31, pp. HI.M.T'ogxaeBa,
Pd,Si/n-S1 76-79. M.I".I'acaHos,
S.Altindal
14. | KOHTaKT BBICOKOOMHOI'O [IpoGembl SHEPTEeTUKH, A. X. MypanoB
MOJTYyIIPOBOJHHUKOBOIO 30H/1a 2011, Ne 1, cTp. 131-136
C HU3KOTEMIIepaTypHOH
IJ1a3MOM paspsiia B aproHe
15. | Biousinue ynTpa3ByKOBOM BDU Xoabarlor, 2010, Ne 2, ITamraes U.T'.,
00paboTku Ha BAX soh.162-166. Araes M.H.,
KPEMHHUEBBIX COJIHEYHBIX Mextues P.@.,
AJIEMEHTOB I'acanoB M.I'.
16. | Bousanue reomerpun AMEA, Energetikanin [Tamaes N.I'.,
KOHTAaKTHOM CETKH Ha problemlori. 2011, No 2, Araes M.H.,
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dboTodHEPreTUUECKUE soh. 97-100. ["acanoB M.I'.
napaMeTpbl KPEMHHUEBBIX
COJIHEYHBIX DJIEMEHTOB
17. | BausiHue BHEIIHUX BDU Xaoabarlor, 2011, Ne 1, AraeB M.H.,
BO3/ICHCTBUM Ha CBOMCTBA soh. 171-175 Canpixzane I'M.,
KPEMHUEBBIX COJTHEUYHBIX [Tamaes N.T'.,
DJIEMEHTOB I'acanoB M.I'.
18. | Effect of the light on charge AMEA Fizika jurnal. c. A.Sh. Abdinov,
carriers mobility in gallium XVIIL, Ne 2, 2011, soh. 51- | R.F. Babayeva,
monoselenide crystals 55. R.M. Rzayev
19. | K Bompocy o BDU Xabarlor, 2011, Ne 2, | A.IIl. AGauHOB,
(GOTONPOBOIUMOCTH soh.89-97 P.®. babaesa,
KPUCTALUIOB MOHOCEJICHUIA P.M. P3aeB
UHIUS
20. | UccnenoBanue ocodennocret | BDU Xoborlor, 2011, Ne 3, | M.A. JIxxadapos,
pocTa U MEKTPOPU3NICCKUX soh. 146-153 P.®. MexTues,
CBOWCTB IUICHOK TEJUTypUIa U C.A. Mamenos,
cynbduma kaamMus 2.®. Hacupos,
C.A. MamenoBa
21. | AByxdoronnoe nornomienue | BDU, Xobopmnop, 2011, No B.I".Cadapos,
M3JIyUYE€HUSI HEOIMMOTO Jiazepa 3, soh. 154-158 P.A.Kapamanues,
B TOHKHUX IIJIEHKaX ZnS,Se; 4 I''M. Mamenos,
O.®.Hacwupos,
B.Y.Mawmenos,
H.A.Parumona
22. | Oksidlosdiricinin ¢atismazligi | Opto, nanoelektronika vo Riistomov F.A.,
rejiminda sirks tursusunun kondensa olunmus miihit | Mommadov M.Z.,
bircins masamali silisium fizikas1” Respublika Elmi- Darvisov N.H.,
tabagalarinin alinmasina tasiri praktik konfransinin Bobrova Y.Y.,
materiallar1 Baki, 16-17 Qafarova H.O.
dekabr 2011, soh.95-96 Sarboatov V. X.
23. | JIrokc — XapakTepUCTUKHU Opto, nanoelektronika vo B.3. barues,
(OTOOTKIIMKA B kondensa olunmusg mithit | II.M. Ddenaues,
MoHOKpucTaimiax Bij,GeOy fizikas1” Respublika Elmi- | H.I'. JlapBuros,
IIPU BBICOKUX praktik konfransinin B.X. lllap6aToB
WHTEHCHUBHOCTSIX JIa3€PHOTO materiallari, Baki, 16-17
MMITYJIbCA dekabr 2011, soh.114-116
24. | TemnepaTypHbie Opto, nanoelektronika vo B.D. barues,

XapaKTePUCTHKUPOTOOTKINKA
Bi1,,GeO, npu ocBeieHnn
umnyiascamu AUT:Nd nazepa

kondenss olunmus miihit
fizikas1” Respublika Elmi-
praktik konfransinin
materiallar1, Baki, 16-17
dekabr 2011, soh.103-105

III.M. Ddennues,
H.I'. TapBumos,
B.X. [llap6aToB
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25. | Bnusinue ocBenieHUsl Ha Opto, nanoelektronika va | Ddenaunera U.M
| -V XapakTepUCTUKU kondensa olunmus miihit
muonoB Hlortkn Al-TiW- fizikas1” Respublika Elmi-
Pd,Si/n-Si u Al-TiW-PtSi/n- praktik konfransinin
Si. materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011, sah.76-77
26. | IIpuunHa pacxoxaeHus Opto, nanoelektronika vo S.Q. Osgorov
DKCIIEPUMEHTAIBHBIX JaHHBIX | kondenso olunmus miihit
BbICOTHI Oapbepa KMIL. fizikas1” Respublika Elmi-
praktik konfransinin
materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011, soh.29-30
27. | U3yuenue Opto, nanoelektronika vo [Tamaes N.T'.,
anexTpoduzudecknx cBorcTB | kondenso olunmus miihit AraeB M.H.,
Ni,T1,x-nSi nuonoB Illortku | fizikas1” Respublika Elmi- Mextues P.O.
praktik konfransinin ['acanoB M.I'.
materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011, soh.45-46
28. | BzaumoneiicTBue Mo Opto, nanoelektronika va I'"'1. 'apuboB
CTPATOBBIX KOJICOAHUH B kondensa olunmus miihit
aproHOBOM pa3psie fizikas1” Respublika Elmi-
praktik konfransinin
materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011, soh.211-214
29. | 3MepeHue BOJIT-aMIIEPHOM Opto, nanoelektronika vo O. X. Muradov
XapaKTEePUCTUKHU kondenss olunmus miihit
BBICOKOOMHOT'O fizikas1” Respublika Elmi-
MOJIYyIIPOBOJHUKOBOI'O 30H]1a, praktik konfransinin
MOTPYKEHHOIO B TIa3My materiallari, Baki, 16-17
aproHOBOI0 pa3psiia dekabr 2011, soh.215-217
30. | CraunoHapHbIi TOK B Opto, nanoelektronika va | B.1. Op6yx, H.H.
HaHOIIOPUCTOM LIEOJIUTE kondenss olunmus miihit JleGenena, U.I'.
fizikas1” Respublika Elmi- AXyHJIIOB
praktik konfransinin
materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011, soh.98-99
31. | ®U3UKO-XUMHYECKHE Opto, nanoelektronika vo | M.A.[lxadapos,
ocobenHoctu ¢popmupoBanus | kondenso olunmus miihit D.®.Hacwupos,
HAaHOPa3MEPHBIX IIJIEHOK Ha fizikas1” Respublika Elmi- P.®.MexTues
OCHOBE CYJIb(OCEICHUIOB praktik konfransinin
UHKA ¥ KaJIMUSI materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011, sah.109-110
32. | OU3HKO-XMMHYECKHE Opto, nanoelektronika vo | M.A.Jlxxadapos,
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3aKOHOMEPHOCTH NOJIYYEHHUS
IJIEHOK TBEPJBIX PACTBOPOB

CdSeTe meromom
MMOCJIOMHOTO
TUIPOXUMUYECKOTO
OCaKJICHUS

materiallari, Baki, 16-17
dekabr 2011,soh.111-113

kondensa olunmus miihit P.®.MexTues,
fizikas1” Respublika Elmi- C.A .Mawmenona,
praktik konfransinin D.®.Hacupos

XARICDO CAP OLUNMUS MOQALODLORIN SIYAHISI

Jurnalin adi, tarixi,

active water on processes
of germination and
swelling of grains.

Problems of
Engineering. 2011, v.1,
Ne I¢ pp. 61-64

Ne Movzunun adi . Miislliflor
Ne-si, sah.

1. | Impact Factor 1.795. Journal of F.A. Rustamov, N.H.
Porous silicon bandgap Luminescence. 2011, Darvishov, M.Z.
broadening at natural 131, 10, pp. 2078-2082 | Mamedov, E.Y. Bobrova,
oxidation H.O.Qafarova

2. | Generation of Physics, Ghemistry and | N.N.Lebedeva,V.I,Orbukh,
microplasma from Aplications Of T.Koc, S.Karakose,
nanopores of zeolite in Nanostructures, B.G.Salamov
semiconductor gas Proceeding of
discharge electronic international conference
devices nanomeeting, 2011,

DOI No: 10, 1142/
9789814343909-0123,
pp. 523-526
3. | Influence of biologically | Technical and Physical N.A. Mamedov, G.I.

Garibov, A.M. Manafova,
Sh.Sh. Alekberov, A.P.
Gerayzade.
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RESPUBLIKADA CAP OLUNMUS TEZISLOR

OCQXKJICHHBIX U3 BOJHOTO
pacTBopa,

TMOBEPXHOCTEM,
Bceeykpannckas
KoH(pepeHuus ¢
MEXyHapOIHBIM

yyactuem, 11-13 mas,
2011, Kues, Ykpauna, c.19

Ne Movzunun adi Jurnalin adi, tarixi, Ne-si, Miislliflor

soh.

1. | AI-TiW-PtSi/n-Si and Al- | Workshop “Materials for [.M.Afandiyeva,
TiW—-Pd,Si/n-Si  perspective | sensor elements”, 26-27 S.Altindal
materials for sensors Sept., 2011, p.4, Baku,

Azerbaijan
XARICDO CAP OLUNMUS TEZISLOR

Ne Mévzunun ad Jurnalin a?e’ht arixi, Ne-si, Miialliflor

1. | Nonequilibrum processes in Turkish Physycal Society. V.E. Bagiyev,
Bi,,Ti0O, at illumination by 28™ International Physics Sh.M. Efendiev,
picoseconds laser impulses. Congress, 6-9 september, | V.Ch. Sharbatov

2011, Bodrum/Turkey.
p.224
2. | Characteristics of CdSeTe IUMRS ICAM 2011 & E- M.A.Jafarov,
films MRS / MRS bilateral E.F.Nasirov
conference on energy, E-
MRS 2011 spring meeting,
Strasbourg, France, 12
may, 2011, pp.18
3. | Photochemical deposition of UMRS ICAM 2011 & E- M. A Jafarov,
ZnSSe thin films MRS / MRS bilateral E.F.Nasirov
conference on energy, E-
MRS 2011 spring meeting,
Strasbourg, France, 12
may, 2011, p.5

4. | ®usnyeckue CBOCTBA AKTyaJbHbIE TPOOIEMbI Ixadapo M.A.,

miaeHok ZnSel-xSx, XUMUU U PUBHKU Hacupos 2.0
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7. XARICI DOVLOTLORIN TOHSIL VO ELMI MUOSSOLORI iLO

JOLAQOLOR

Yarimkegiricilor fizikast sobasinin omokdaglar1 2011-c1 ildo Tirkiyonin Orta
Dogu Texniki Universiteti vo Ankara Qazi Universiteti ilo omokdasligini davam
etdirmisdir.

Yarimkegiricilor fizikasi sébosinin amokdaglar1 torofindon 2011-c1 ildo asagida
geyd olunmus xaricdos kecirilmis beynoalxalq konfranslara materiallar toqdim edilmis vo
cap edilmisdir.

Turkish Physycal Society. 28" International Physics Congress, 6-9 september,
2011, Bodrum/Turkey

UMRS ICAM 2011 & E-MRS / MRS BILATERAL CONFERENCE on
ENERGY, E-MRS 2011 SPRING MEETING, Strasbourg, France, 12 may, 2011.

AKTyalbHBIE TPOOJIEMbl XUMHUHM W (PU3MKH TOBEepXHOCTeH, BceykpamHckas
KOH(epeHuus ¢ MeXAyHapoaHbIM yuactueM, 11-13 mas, 2011, Kues, YkpaunHa.

2011-cu ildo s6bonin bir omokdasi (R-73 sayl1 11.11.2010 tarixli omrs asason) M.
Mommadov Universitetdaxili 50+50 grantin1 gazanmis vo yerino yetirib tamamlamislar.

Hesabat miiddotindo, yoni 2011-c1 ilde, Yarimkegiricilor fizikasi sobosinin
omokdaglari torafindon xaricds 3 maqals cap edilmisdir, onlardan 1-1 B kateqoriyali, 2-
si 159 D kateqoriyal1 jurnallarda dorc edilmisdir. Maqalslorin siyahist vo siiroti olavo
olunur.

1. Impact Factor 1.795. F.A. Rustamov, N/H/ Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y.
Bobrova, H.O.Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation.
Journal of Luminescence. 2011, 131, 10, pp. 2078-2082.

Impact Factor 1.795 (B kateqoriyasi)

2. N.N.Lebbedeva,V.I,0Orbukh, T.Koc, S.Karakose, B.G.Salamov *“ Generation of
microplasma from nanopores of zeolite in semiconductor gas discharge electronic
devices”, Physics, Ghemistry and Aplications Of Nanostructures, Proceeding of
international conference nanomeeting, 2011, DOI No: 10, 1142/9789814343909-0123,
pp. 523-526 (D kateqoriyasi)

3. N.A. Mamedov, G.I. Garibov, A.M. Manafova, Sh.Sh. Alekberov, A.P.
Gerayzade. Influence of biologically active water on processes of germination and
swelling of grains. Technical and Physical Problems of Engineering. 2011, v.1, Ne I¢
pp. 61-64. (D kateqoriyast)

8. ELMI-TODQIQAT ISLORININ NOTICOLORININ TOTBIQI
6.1. 2011-cu ildo AMEA-nin hesabatina daxil edilmasi iiclin toqdim olunan
miihiim elmi naticalor.
Mikromasamoli Si tobaqgalorinin lyuminessent xassalorind miixtalif tursulardaka
slava asillanmanin tasiri
Masamali silisiumun nazik tobogolorinin fotolyuminessensiya hoyacanlanma vo
stialanma spektrlori tobii oksidlosmo zamani todqiq edilmisdir. Hor iki spektrin yiiksok
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enerjilor  istigamotindo  slrisdiiyi  gostorilmisdir. Bu  spektrlorin  todqiqi
fotolyuminessensiyaya sabab kecidlorin ¢copina kegidlor oldugunu gostorir. Hor bir halda
gadagan olunmus zonanin optik eni toyin olunmus vo onun tobii oksidlosmo zamani
artmasi gostorilmisdir ki, bu da silisium nanokristallitlorinin 6l¢iilorinin azalmasi ilo
olagodardir.

[cracilar: fr.e.d. F.O. Riistomov, f.r.e.n. N.H. Dorvisov, fr.e.n. M.Z. Mommoadov,
Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

9. PATENT VO INFORMASIYA ISLORI
07.06.2010-cu il tarixds “Elektron seli yaradan seolit 16vhali qurgu”-nun ixtiraya
patent almaq {giin iddia sonadlori Azorbaijan Respublikas1 Standartlagdirma,
Metrologiya vo Patent {izro Dovlot Komitosino toqdim edilmisdir. Qeydiyyat ndmrasi
a2010 133. 2011-ci ilda ilkin ekspertizanin miisbat naticasi haqqinda bildiris alinmisdir.
Miiolliflor: N.N. Lebedeva, V.I. Orbux, C.Q. Axundov, Y.Y. Bobrova, C.A.
Sultanov.

10. DOVLOT PROQRAMLARININ ICRASI

“Azorbaycan Respublikasinda 2009-2015-ci illordo elmin inkisafi iizro Milli
Strategiya” Dovlot Programinin hoyata kecirilmosi ilo bagl Yarimkegiricilor fizikasi
sObasinin 2009 — 2015 —ci illari ohato edon 6 morhalali elmi todqiqat islorinin plani
1slonmis vo tosdiq edilmisdir vo bu plan iizrs islor davam etdirilmokdodir.

11. ELMI SEMINARLAR
Yarimkegciricilor fizikasi sobasinds “Elektronika ii¢iin perspektivli olan material
va strukturlarin alinma texnologiyasi va tadqiqi” mdvzusunda ayliq seminar foaliyyat
gostarir. Seminarin rohbori f.-r.e.d. F.O. Riistomovdur.

12. ELMi-PEDAQOJI KADRLARIN HAZIRLANMASI

Yarimkegiricilor fizikasi s0bonin 2 omokdasi - f.-r.e.d. A.A. Agasiyev fizika
fakultosindo  “Miirokkob  heterokegidlorin  nozoriyyesi”, “Optik  holografiya”,
“Optoelektronika” kurslar1 izro, f.-r.e.n. E.F. Nosirov iso “Bork cisimlorin elektron
nozoriyyasi” , “Informasiyanin optik islonmosi” vo “Mikroelektronikanin vo
nanoelektronikanin asaslar1” kurslar1 izro dorslor aparmislar.

BDU-nun Fizika fakultosinin 7 omokdasi sébodo 0.5 stat ovozgiliklo elmi-
tadqiqat islori aparmislar.

13. DISSERTASIYA MUDAFiOSi VO DISSERTASIYA SURALARININ
FOALIYYOTi
F.re.d. F.O. Riistomov BDU-nun nozdinds faaliyyat gostoron D.02.012 “Bork
cisimlor fizikas1” dissertasiya surasinin tizviidiir.
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14. OSAS NOTICOLOR VO TOKLIFLOR.

Yarimkegiricilor fizikas1 sobasindo miixtolif miigavimatli p-tip Si monokristallik
l6vholorinds sirf kimyovi asilama metodu ilo nanomosamoli silisium tobagolorinin
texnologiyas1 lizorindo islor davam etdirilmisdir. Bu golocokdo fotolyuminessent
xassolorinin todqiqi ilo yanasi nanomosamali silisium oasasinda gilines elementlorinin
antiqaytarict sithlorinin hazirlanmasi vo todqiqino, metal/masamali Si/monokristallik p-
Si sistemlorinin hazirlanmas1 vo onlarda elektrik, diod vo elektrolyuminessent
xassalorinin todqiqine imkan veracokdir.

Sirko tursusunun kimyovi asilama metodu ilo alman mosamoli silisiuma
oksidloesdiricinin ¢atismazligi rejiminds tosiri dyranilmisdir. Reaksiyanin siiratinin sirka
tursusunun tosiri altinda azalmasi formalagsma zamani bir-birindon 6lgiilerine, sothdo
paylanmasina vo sotho yapisma qabiliyystino goro forqlonon iki ndv gabarciglarin
miisahido olunmasina imkan vermisdir. Reaksiyanin gabarciq olmadan getmasi liciin
HF/HNO;/CH;COOH  asilama mohlulunun optimal konsentrasiyast miisyyan
olunmusdur. Bu zaman miixtalif qalinligli, bircinsli, gilizgii sothli mosamali silisium
tobogolori almaq miimkiin olmusdur. Molum olmusdur ki, mosamoyaranma siirotinin
doyismosi, silisum tobogolorinin reaksiyadan qabaq son tomizlomo iisulu inkubasiya
miiddoting tosir edorok mosamoyaranma reaksiyasinin getmao siiroting tosir etmir. Eyni
zamanda fotolyuminesensiyanin siialanma vo hoyocanlandirma spektrlori do todqiq
edilmisdir. Asillanma zamanindan asili olmayaraq, aliman biitiin niimunslordo,
elektrokimyoavi metodla alinmadan fotqli olaraq, maksimumlarin voziyyati demak olar
ki, doyismir. Hoyacanlandirma spektrlorinin todqiqi gosterdi ki, asilanma zamaninin
artmasi ilo qadagan olunmus zonanin eni kigilir.

Mohluldan elektrokimyovi iisulla mixtolif torkib (0<x<0.6 vo 0<x<0.5) vo
galmlighh (d=0.1-2.0mkm) Cd,.Zn,S vo ZnS,,Se, nazik tobogolorinin alinma
texnologiyas1 todqiq olunmusdur. Burada nazik tobogolorin vo onlarin osasinda
hazirlanmis strukturlarin spektrin goriinon vo yaxin infraqirmizi oblastinda ytiksok
hossasligini tomin edon optimal torkib vo elektrokimyovi ¢Okdiirmo rejimlorininin
miioyyon edilmosi {iclin boyiik tocriibi is aparilmigsdir. Sulu mohluldan katod
¢okdiirmosi {isulu ilo miixtalif althqlar ( Si, In,Os, Ni) iizorinde Cd;.Zn,S (0<x<0.6) vo
ZnS,,Se, (0<ii<0.5) nazik tobogolori almir. Cd;,Zn,S tobogolorinin alinmasinda
CdCl,+ZnCl,+Na,S,05+H,O  torkibli, ZnS;,Se, tobogolorinin alinmasinda iso
ZnCl,+Na,S,0;5+ Na,Se,05;+H,0 vo ya ZnCly+ SO,+SeO, +H,0 torkibli sulu mohluldan
istifado olunur. Cd;_Zn,S nazik tobagolorinin miixtalif torkibdo alinmasi {i¢iin mohlulda
ZnCly-nin, ZnS;,Se, nazik tobagolorinin miixtolif torkibdo alinmasi ii¢lin iso SeO,-nin
(va ya Na,Se,03) miqdart doyisdirilir.

Toadqiqat obyekti olan seolite maraq ondan iroli golir ki, onun qurulusu
mosamalar vo kanallardan ibaratdir ki, bu da 6z novbasinda bir ¢ox iizvi va geyri-lizvi
birlogmoalorin vo suyun molekul vo ionlarinin mosamolors daxil olmasina imkan verir.
Tobii seolit kristallarinin IQ oblastda udulma spectrlari todqiq edilmis vo absorbsiya
olunmus suyun udulma xattlori agkar olunmusdur. Seolitlorin kegiriciliyi asqar ionlarin
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mosamolor daxilindoki harokoti ilo alagodardir. Bu keciricilik masamolordo udulmus
suyun konsentrasiyasindan asilidir vo OH komplekslori ionlarin aktivlosma enerji
coparini azaldaraq ionlarin karkasla olaqesini zoifladir. Atmosfer tozyiqine yaxin
tozyiqlordo ion kegiriciliyino xas olan sabit elektrik sahosindo coroyanin azalmasi
miisahido olunur. Lakin araliq tozyiqlords seolit kristallarinda bir neco saat miiddotindo
stasionar corayan miisahids edilir. Miixtolif tozyiqlordo (atmosfer tazyiginden 107 tora
godor) vo gorginlikliords (1 kV-a godar) corayan siddotinin tobii seolit tozunda todqiqi
onun qeyri-stasionar azalan olmasini1 gostormisdir. Eyni tocriiba seolit tozu ilo misin
kigik hissaciklorinin qarisigindan ibarot heterosistemds do aparilmisdir. Miioyyon
edilmisdir ki, bu sistemds geyri-stasionar corayanla birlikdo uzun miiddst sabit galan
stasionar coroyan da meydana golir.

Olciilori 1x10°cm® - 14x10°m” intervalinda doyison diodlarn elektro-fiziki
parametrlorinin miixtalif metodlarla Glculmasi naticasindo (coroyan, tutum vo
keciriciliyin gorginlikdon asililiglari, miivafiq olaraq 1-V,C-V vo G/w-V asililiglar
muayyan edilmisdir.

Al-TiW-Pd,Si/n-Si Sottki diodlarinin baryer hiindiirliiyiiniin hesablanmasi {iciin
Gauss paylanmasi totbiq olunmus, konaragixma parametri vo baryer hiindiirliiyii
hesablanmigdir. Kegiriciliyin gorginlikdon asililiqlarinda (G/w-V) monfi qiymotlorin
miisahido olunmasi bu diodlarin miioyyon soraitdoe induktivlik rolunu oynamasini askara
cixarmigdir.  Bundan iroli golorok AI-TiW-Pd,Si/n-Si Sottki diodlarinin induktiv
xassolori tadqiq edilmisdir. Tutum-gorginlik vo keciricilik-gorginlik asililiglarinin test
signalinin tezliyi ilo doyismosi bu diodlarda soth hallarin rolunu askar etmisdir. Digor
torofdon Al-TiW-Pd,Si/n-Si vo Al-TiW-PtSi/n-Si1  diodlarin parametrlori muqaisoli
analiz edilmisdir, onlarin perspektivli qaz sensoru kimi totbiq olunma miimkiinliiyii da
arasdirilmisdir.

Cari ildo metal-yarimkegirici kontakti qeyri-bircins model osasinda qeyri-
bircinsliyin omik xassaya tasiri Oyronilmisdir. Bu problemin hallina struktur torafden
yanasilmigdir vo gostorilmisdir ki, kontaktin baryerinin hiindiirliiylinii mikrostrukturu
doyismokls idars etmok miimkiindiir. Yoni, omiklik, hom do qurulusla baghdir.



Baki Dovlat Universiteti

Qrantlar 3sasinda yerind yetirilon elmi tadqiqat islori

Cadval 15

(2011)
Ne Layihanin ad1 Layihonin | Donor taskilat Layihinin miiddati Layihanin dayari
rahbari
1 2 3 4 5
1. | Elektrokimyovi asilama metodu ilo alinmig nazik | Mommodov Bak1 Dovlot 10 ay 1000m
nanomosamali silisium tobogolorinin  lyuminissent Miibariz Universiteti
xassolorino  tobii  oksidlosmonin, ultrabondvsoyi | Zabid oglu

stialanmanin vo yiiksok temperaturlu siirotli termik
emalin tosirinin todqiqi.
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Elmi avadanhqlar haqqinda malumat
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Cadval 16

(2011)
Ne Elmi cuhazlarin 2011-ciilda Yeni elmi avadanhqlara talobat (2012-2013-cii illords)
yas xarakteristikasi alinmis yeni
S5ile 6-10 il 10 ildon avadanhqlarin Avadanhgqlarin adi Bir Almacaq Yekun
gadar artiq sayl1 avadanhgin | avadanhqlarin qiymat
qiymati sayl1
1. | pH- metr Yox Lambda 950 UV/VIS/R spektro- | 160000 m 1 160000 m
fotometri sistemi
2. Qalan 1000vt-liq lampa yiiksok 80m 10 800m
hamisi tozyiqli ksenon
3. Su deionizatoru Vodoley 2100 m 1 2100 m
4. Metallografik mikroskop 5500 m 1 5500 m
Altami MET variant 1M
5. Yiiksok gorginlik monbayi 1500m 3 4500m
MT 1860 avtomatik testeri 80m 3 240m
0. Spektrometr Perkin Elmer LS55 50000 m 1 50000 m
7. Ximikarlar
8. plavik tirsusu 51 440 m
9. 1zopropil spirti 151 550 m
10. aseton 101 200 m
11. azot tursusu 41 200 m
12. sirko tursusu 101 500m
13. hidrogen peroksid 51 300m
14. xlorid tursusu 101 250m
15. sulfat tursusu 51 500m
16. Materiallar
17. p tip Si 16vhalori, (100) 0.01 15m 100 1500m
18. p tip Si 16vhalori, (111), 0.01 15m 100 1500m
19. n tip Si 16vhalori, (111), 0.01 15m 100 1500m
20. n tip Si l6vhalari, (111), 0.01 15m 100 1500m
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Cadval 17
Baki Dovlat Universiteti
Istehsalatda totbiq {i¢iin hasir olan texnologiyalar
(2011)
Ne fcragilar Texnologiyanin | Texnologiyanin | Xaricds vo Alimmis Harada Va ya hansi Gozlonilon
adi qisa Olkado olan miiolliflik torbiq olunub saholordo iqtisadi
xarakteristikast on yaxglt sohadotnamosi totbiq oluna somora
nlimunoslorlo vo digor bilor
miigayisasi sonadlor




